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OZET

ISLAK IPLIK EGIRME CIHAZI VE ISLAK IPLIK EGIRME YONTEMI

Edirme banyosunda topaklanma sMSHRl akEnlnl kontrolli ile mikemmel kalitede liflerin
dretimini saglayan ve yiiksek hEZICEJirme (veya yiiksek hZICtekme) ile bas edebilen Elak
egirme cihazlCve Elak edirme yoéntemi acklanmaktadlcl Islak egirme cihaz[X1), bir ucta
egirme ham skIslninl bosaltlthasCicin adz (5) ve topaklanma sisolnl {C) bosaltlihasCcin
topaklanma sisIbosaltma portlar[{4a) ve (4b) bulunan, diger ugta topaklasmIisifilamentlerin
{13) cekilmesi icin gekme rulosu (10) ve topaklanma sShnl (C) dishrChkt@topaklanma
siIST geri alm bolimi (3) iceren bir edirme banyosu (2) icermektedir. Edirme banyosu (2)
egirme ham sisInlnl topaklanmasOcin bir uctan diger uca kademeli olarak azalan capraz
kesit alanibh sahip bir topaklanma banyosu bélimi (2a) ve topaklasmE filamentlerin (13)
icine akmasnlf3adlamak lizere bir uctan diger uca kademeli olarak genisleyen bir capraz kesit
alanbh sahip filament akiglbélimu (2b) icermektedir.
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ISTEMLER

1. Topaklanm@l filamentler (13) olusturmak icin egirme ham skInlnl topaklanma ile

egirilmesi icin bir Slak egirme cihaz[{1) olup, cihaz asaddakileri icermektedir:

icerisinde topaklanmslfilamentlerin (13) uzanmasioh izin vermek igin bir filament aklgl

boliml (2b) ve egirilen ham skInlnl topaklanmasOicin bir topaklanma banyosu

boliimiine (2a) sahip bir topaklanma sisInlnl (c) saklanmasb yonelik bir egirme

banyosu (2), burada topaklanma banyosu bolimi (2a) bir ugtan diger uca agsamalC
olarak azalan bir en kesit alanini sahiptir, filament akglbolimi (2b) bir ugtan dider

uca dodru asamallblarak genisleyen bir en kesit alanma sahiptir, iplik borusu (52)

tahliye agzll (5) yiizeyinde saglanmlistit] ve iplik borusu (52) topaklanma banyosu

boliimu (2a) igerisine diizenlenmistir.

2. Topaklanma banyosu bélimu (2a) ve filament aklgl bdlimd (2b) yani (51/52) arashdaki
badlant[boliminde (2¢) en kesit alana (S2) topaklanma banyosu bolimiiniin (2a) en
kesit alanblnl azami degerinin (51) oran@il 1.5 ila 5 arasida oldugu ve baglant(]
bélimiinde (2¢) filament akglb&limidniin (2b) en kesit alanlnl azami dederinin {S3) en
kesit alan@h (S2) oran@@, yani (S3/S2) oran@@d 1.5 ila 5.5 oldudu Istem 1'e gére Elak
edirme cihaz[q1).

3. BadlantDboliminin (2¢) uzunlugunun 40 mm ila 160 mm arashta oldudu Istem 1 veya

2'ye gore Blak edirme cihaz[{1).

4. Topaklanma banyo bélimiiniin, baglantCboliminin ve filament aklslbdliminin yanlar(

ve tabanlarlida acKIK olmad@istemler 1 ila 3'ten herhangi birine gore Blak egirme
cihaz[{1).

5. Edirme banyosunun (2) yukar[Bk[s ucunda topaklanma siIsIninl tahliye edilmesi igin
topaklanma sIsfiahliye portlarinlnl (4a, 4b) yer ald@ldnceki istemlerden herhangi birine

gbre cihaz (1).

6. Sentetik liflerin Slak egirilmesi icin yontem olup sunlarCgermektedir: Istemler 1 ila 5%en
herhangi birine gore [lak edirme cihaz(d (1) kullanMbda egirme isleminin

gerceklestiriimesi, bu esnada akan filament zincirinin cekme hlzlob (v) (m/dak) gdre 0.5
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ila 1.5 kat daha fazla aralkia olacak sekilde badlantCIbélimiinde (2¢) topaklanma
siIsinlnl akslhZInk (V) (m/dak) izin veriimesi.
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TARIFNAME

ISLAK IPLIK EGIRME CIHAZI VE ISLAK IPLIK EGIRME YONTEMI

TEKNIK ALAN

Mevcut bulus, BElak egirme cihaz[¥e Elak egirme icin bir yontemle ilgilidir.

ONCEKI TEKNIK

Islak egirme cihaz[Jedirme ham siISInCa&d EHan topaklanma sivIsiola bogaltarak ¢6zici icinde
organik polimerin ¢ozlilmesi ile hazltanan edirme ham skSn |if formunda katChale
getirilmesi igin bir cihazd Akrilik lifler, polivinil lifler ve dider akrilik bazlCifler, Slak edirme

cihazOle Uretilebilmektedir.

AgEztan bosaltldn edirme ham sinlnl topaklanma skIS[tarafiddan topaklastElIdGve bu
sayede daha sonra cekme rulosu yoluyla egdirme banyosundan gekilen topaklasm(s
filamentlere donistigu durumda Blak edirme cihazCgenel olarak topaklanma sMISHIN iginde
yer ald@lbir edirme banyosu, egirme banyosuna bir ucunun batllld @ bir agz ve edirme
banyosuna diger ucun battId@bir cekme rulosu ile donatlthaktadl Topaklanma siISL]
agzll arka yuzey taraflnda yer alan topaklanma sisl'bosaltma portundan egirme banyosu
icine bosaltlhaktadlrlve topaklagmls! filamentler topaklastirMlitken topaklasmisl filamentlerin
akmkyoniinde akmas[3aglanmakta ve edirme banyonda dider ucta yer alan edirme banyosu
¢kIslportundan topaklanma skIs[geri alma boliimii icine dsaryénde akmas3adlanmaktad(l
Edirme banyosunda katChale gelen lifler (topaklasmlisl filamentler) topaklanma skislndan
ayrlakta, ykhnmakta ve kimyasal sbhIluygulamas(]kurutma ve termal uygulama gibi
sonraki admlara génderilmektedir.

Topaklasm[s filamentlerin egirme ve ¢ekme hlzl]egirme banyosuna verilen topaklanma
slvIsinlnl ortalama aklsloranidan genel olarak daha hZ[bir degere ayarlanmaktadltl Sonug
olarak topaklasmisl filamentlerin ¢evresinde akan topaklanma siSI topaklasmisl filamentler
tarafldidan g¢ekilmekte ve onlara eslik etmektedir ve egirme hzma yak@ bir hiztla ¢ekme
yoniinde akmas[kaglanmaktadl] (bundan boyle “eslik eden aklsl’ olarak adlandidcaktl).
Ayn[Famanda egirme banyosunda topaklasml[s filamentlerden uzakta yer alan taban yizeyi
veya yan ylizeye yakml bir yerde eslik eden aklsItelafi etmek lzere aklsinl asagydniinden
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akginl yukarCydnine dodru topaklanma sISIAIR geri akt@bir durum gdzlenmektedir. Bu
sekilde egirme banyosu iginde eslik eden aklslve karsCakslolarak birbirine kars[yénde akan
iki es zamanl[ve bitisik akls] ortaya glkmaktadlr) bu durumda aklslar topaklanma siIsIninl
dizensiz aklsinh neden olarak birbirini engellemektedir ve klsmi olusan girdaplar ve

durgunluklar olugsmaktad(r]

Bu tip girdaplar egirme banyosunda olustudunda egirme ham siInlnl kot topaklanmas(odan
kaynaklanan tek bir lifin kopmasdan tlireyen filament atigninl (kiime) egirme banyosunda
ylzdiigl ve filament at@Xopaklarfinl topaklasmg filamentler ile temas ettidi ve bu nedenle
driinin kalite ve performanshinl kétllestidi bir durum gergeklesmektedir. Buna ek olarak
verimliligin artltithasC¢in egirme hzLylkseltildiginde topaklanma skisnda tiirbilanslChk[E]
daha goriinir hale geldiginden stabil {retim sekteye ugramakta ve topaklasmisl filamentleri

sarslihakta ve bu nedenle tek bir lifte capta esitsizlik veya kopma gergeklesmektedir.

Bu nedenle yukarda acklanan sorunun c¢ozimi icin asagldeki Blak edirme cihaz(d

onerilmektedir.

Topaklasm[5l filamentlerin ak(gl yoni boyunca topaklasmisl filamentlerin her iki taraflota yer
alan dizeltme plakalarCle donatl@n Blak edirme cihaz[{6rnedin Patent Dokiman(l). Islak
egirme cihazOle ilgili olarak topaklanma ssInlnl akSIndaki tiirbllans, dizeltme plakalarCile
bastrldbilmektedir.

Ancak bu tip bir [Slak edirme cihazida egirme banyosundan disar(yonde akan topaklanma
siIsInnl yer ald@topaklanma ssninl aks] hZMn cok hZland@3e bu nedenle topaklasmis]

filamentlerinde tiirbilansal (cekme) olustugu bir durum gdzlenmistir.

Buna gore topaklanma siISIAlnl bdlinmesi igin topaklanma skISIBdime plakalarnlnl {dlizeltme
plakalar(d yer ald@bir [Elak edirme cihaz[dtopaklasms filamentlerin akls] yéniine paralel
olarak topaklasmlgl filamentler ve egirme banyosu yiizeyleri arasibida yer almaktaditl ve
topaklanma siIsninl gekilmesi icin delikler (agklKlar) topaklanma skISIIbdlme plakalar(d
lizerinde yer almaktadld (6rnedin Patent DokiimanlarCR ila 4). Islak edirme cihazOle ilgili
olarak egirme banyosunun ici, topaklanma skS[1b6lme plakalarOicinde yer alan ve
topaklasmisl filamentlerin aktldbir ic banyo ve i¢ banyonun her iki tarafidda yer alan d[s
banyolar olarak ayrlIaktadlrj edirme banyosunda olusan eslik eden akls] aklslnl asagyén
taraflna dodru ic banyo icinde akmakta ve kars[Cakisl akisnl yukarCydén tarafine dodru dls
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banyolarl igine akmaktadlE] Buna ek olarak topaklanma sKISIAIRN a¢kIKlar yoluyla ig
banyodan dlsarClyonde disl banyolara dodru akmas[kadlanarak topaklanma siIShlnl ak[s]
hzlnlnl gok hEZICdlmasldnlenebilmektedir.

Patent Dokiman(ll: Japon Patent Basvuru Aclkl No. Sho 62-33,814 Patent Dokiman[D:
Japon Patent Basvuru A¢KINo. Hei 9-67,714 Patent Doki{iman[3: Japon inceleme Alet Modeli
Yay[nl No. Sho 41-18,091 Patent Dokiman[4: Japon Patent Basvuru A¢KINo. Hei 11-229,227

GB 784,896 ve GB 816 687 sayllpatent dokiiman(nda ipliklerin igerisinden iletildigi bir tlpin
dislklsmbda bir iplik borusunun yer ald@bir ejirme cihazCacklanmaktadit]

BULUSUN ACIKLAMASI

BULUS ILE COZULEN PROBLEM

Ancak Patent Dokiiman[J2 veya 3te ag¢Klanan [Blak edirme cihazlarOile ilgili olarak
topaklagmiglfilamentlerin olusturdugu topagnl diizeltme plakalarCiizerinde yer alan acKl Klar(J
tkbd§¥e topagD yeniden topaklasmisifilamentlere yapktig¥e bu nedenle iriinin kalite ve

performanslnl diistigi bir durum goézlenmistir.

Buna ek olarak Patent Dokiiman(1, 2 veya 4'te acklanan [slak egirme cihazlar(le ilgili olarak
olusan karsUakls] veni giren topaklanma skisllile karlsinak Uzere dizeltme plakalarnlinl
disindan agzll yakinad geri donmistir. Bu nedenle topaklanma sidslntda tirbilans aksinl
veya topaklanma sWISIAN yogunlugu veya sichklinda esitsizligin olustugu bir durum
gerceklesmis ve bu da topaklasmislfilamentlerin tek bir lifinin kurulmashh neden olmustur.

Bu nedenlerden dolay[&girme banyosundaki topaklanma sisInda ak[sInl kontrolii ile kalite ve
performans aglslndan milkemmel sentetik lifler dretebilen bir [Slak egdirme cihaz[ltalep

edilmektedir.

Bu nedenle mevcut bulusun hedefleri, milkemmel kalitede liflerin Uretilmesini saglayan ve
edirme banyosu iginde topaklanma sis[BklsInlnl kontrolii edilmesi ve bu sayede egirme
banyosunda topaklanma sMESON yogunlugunun ve slcaklGIninl homojen bir hale getirilmesi
ve topaklanma sMSsIDD tirbilans aklsLhedeniyle clusan tek bir lifin kopmashln dnlenmesi ve
durgunluk nedeniyle olusan yiizen filament atlgl{topak) olusumunun &nlenmesi ile yiiksek
hzIC&égirme (veya yuksek hZlCdekme) ile bas edebilen lak edirme cihaze [Slak edirme igin

bir yontem saglamakt(r]
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PROBLEMIN COZUM YOLLARI

Bulus Istemler 1 ve 6'da tanlanmaktad[t]

Ilave olarak mevcut bulusun Blak egirme yontemi ilerleyen bir filament zincirinin gekme hZ0
(v) (m/dak) kadar 0.5 ila 1.5 kat arall@nk disen, baglantCbéliminde topaklanma siISIninl
aklsl hizinb (V) (m/dak) izin veren, yukarda bahsedilen Elak egirme cihazblnl kullanCle
sentetik liflerin edirilmesi islemini igermektedir.

BULUSUN ETKISI

Mevcut bulusa gore Blak egirme cihazlnbh goére egirme banyosu iginde topaklanma siIS[]
aklsinlnl kontrolil edilmesi ve bu sayede edirme banyosunda topaklanma siISInnl
yodunlugunun ve slcakl@nlnl homojen bir hale getiriimesi ve topaklanma sisInlnl tlrbdlans
aklshedeniyle olusan tek bir lifin kopmasibln énlenmesi ve durgunluk nedeniyle olusan
ylizen filament atlgl{topak) olusumunun énlenmesi ile milkemmel kalitede liflerin Uretilmesi
mimkiindiir. Buna ek olarak topaklanma sWISInnl akiSThomojen hale getirildiginden yilksek
hZICégirme (veya yiksek hizlCdekme) ile bas edilebilmesi mimkiinddir.

Buna ilaveten mevcut bulusa gore lak efirme cihazinh gére milkkemmel kalitede lifler, diger
bir ifadeyle tek bir lifin kopmashnlnl ve filament atidninl {topak) yaplsimasninl énlendigi lifler
elde edilebilmektedir. Ayrich [lak edirme cihaz[dylksek hZzlCedirme (veya yiiksek hiz

cekme) ile bas edebilmekte ve bu sayede ylksek verimlilikte lifler (iretebilmektedir.

SEKILLERIN KISA ACIKLAMASI

Sekil 1: Mevcut bulusa gore Klak egirme cihazi bir yaplEndnasiin dis] yapshid
gosteren sematik plan.

Sekil 2A: Sekil 1'de gosterilen Blak egirme cihazlil sematik yandan gérinima.

Sekil 2B: Sekil 1'de gosterilen Elak edirme cihaziinl edimli plakashlhosteren sematik
yandan gorinimd.

Sekil 3: Sekil 1'de gosterilen Elak edirme cihazlnl X-X hattidda sematik kesit gérinimii.
Sekil 4: Sekil 1'de gésterilen Slak edirme cihazl Y-Y hattiida sematik kesit gérinimii.
Sekil 5: Sekil 1'de gosterilen Blak edirme cihazlnl edirme banyosunda dider ugta yer alan
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edirme banyosu ¢KIsIportunu gosteren sematik goriinim.

Sekil 6: Mevcut bulusa gore Elak edirme cihazblnl diger bir yapl@ndinasiolnl d(slyap &Il
gosteren sematik plan.

Sekil 7: Mevcut bulusa gore Elak edirme cihaz(nlnl dider bir yaplandlrnas(ninl dislyap/shiC]
gosteren gematik plan.

Sekil 8: Kars[@stitnal[Drnek 1’e gére Blak edirme cihaz Al d&lyapEhCgosteren sematik
plan gérandm.

Sekil 9: Kars@stEinal[Drnek 1'e gére Blak edirme cihazlil d§lyapBHAGdsteren sematik
plan géranim.

Sekil 10: Kars@@stEnalOOrnek 2'ye gore Elak edirme cihaz@A dizeltme plakas@mfl
yandan seklini gdsteren sematik gérindm.

Sekil 11: KarsHstminalCOOrnek 3'e gore Blak edirme cihazminl dis] yapBhlJgosteren
sematik plan gérinim.

SAYISAL IFADELERIN ACIKLAMASI

1: Islak egirme cihazd

2: Edirme banyosu

2a: Topaklanma banyosu bolimii

2b: Filament aklslb&limi

2c: Birlesme yeri bolimi

3 Topaklanma sivISTgeri alloh bolimi

4a, 4b: Topaklanma svIsIbosaltma portlar]

5: Ag

10: Gekme rulosu

13: TopaklasmIsifilamentler

143, 14b; Dizeltme plakalartd

51: AJzI arka ylizeyi

C: Topaklanma sl ]

S1: Topaklanma banyosu bélimiinde maksimum ¢apraz kesit alan]
S2; Birlesme yeri bélumunde ¢apraz kesit alan

S3; Filament akslbdlimunde maksimum capraz kesit aland

BULUSUN UYGULANMASI ICIN EN iYi YONTEM
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<Islak edirme cihaz@

Mevcut bulusa gére [lak egirme cihaznldl bir yaplandmnas[Zekiller 1 ila 5 temelinde detayl]

olarak ac¢klanacaktlrl

Sekil 1'de gosterilen [Slak edirme cihaz[(1); topaklanma sMSIAII(C) depolayan egirme
banyosu (2) ve edirme banyosunun (2) aksInl asag[(yon taraflda (Sekil 1'de sag taraf) yer
alan ve egirme banyosu (2) dislnk akan topaklanma sISIn[{C) geri alan topaklanma siISI]
geri alm bolimi (3) icermektedir. Edirme banyosu (2); topaklasmigl filamentlerin (13)
olusmashlsaglamak lizere edirme ham skISNltopaklanmak igin topaklanma banyosu
bolimi (2a), topaklagmslfilamentlerin icine akEInl$aglamak (izere filament akglbélimi (2b)
ve topaklanma banyosu bollimii (2a) ve filament aklbolimi (2b) arasloda yer alan birlesme
yeri bélimi (2¢) icermektedir. Buna ek olarak egirme banyosu (2), topaklanma sMSI{C) s
ylzeyi (CU) ve edirme banyosu (2) taban seviyesi (CB) Sekil 2A'da gésterilen bicimde
birbirine asagYukar[paralel olacak bicimde yaplthaktad[r]

Edirme banyosunun (2) bir ucunda (aklslnl yukarCyoniinde ugta) edirme ham siISInlHiger
uca dogru (ak5Inl asag[¥oniinde ugta) bosaltmak igin bir agz (5) ve agzm (5) akBhl yukar™
yoni taraflddan topaklanma sivsIninl (C) bosalthasCikin iki topaklanma sivIsIbosaltma portu
(4a) ve (4b) bulunmaktadcl(Sekil 1).

AdZl (5), egirme banyosunda (2) topaklanma sNMSI1(C) igine edirme ham sWISHC
bosaltabilecek yapldb oldugu siirece herhangi bir yaplia ozellikle shldCdegildir, silindir
seklinde bir agZkullanl@bilmektedir.

Agzlnl (5) arka yiizeyine (51) edirme ham siis[besleme borusu (11) badlidirl(aksinl yukar[]
yon tarafida bir yiizey; bundan boyle agz arka ylzeyi (51) olarak anl3@caktlr). Bu sayede
edirme ham sMsLJedirme ham skIsIbesleme borusundan (11) agz arka ylizeyi (51) yoluyla
agza (5) gecmektedir.

Agznl (5) bosalth[{aksIn asagyéni taraflnda bir yizey) igin bir iplik borusu (52) yiizeyde
yer almaktad@ Iplik borusunun (52) yiizeyine, skl bosaltmak icin topaklasm & filamentleri
(13) (lifler) olusturmak amaclda egirme banyosunda (2) topaklasan edirme ham siIShnl
bosaltlrhasUicin ¢ok saylds kigiik kanal (sekilde gésterilmemektedir) bulunmaktadltl
Bosaltma icin kiiclik kanallarl sekli ve sayGI kS tHedildir ve hedef sentetik lifin lretimine
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uygun olarak secilebilmektedir.

Buna ek olarak egirme banyosu (2) skl ¥iizeyi (CU)} ve edirme banyosu (2} taban seviyesi
(CB) araslndaki mesafe (L3) (skIderinligi) tercihen agzlyliksekliginin (z) (mm) 1.2 ile 2 kat(]
arallgindad(r]

L3: s derinligi (mm), z: agZlylksekligi {(mm)

S derinligi (L3), (z)’nin 1.2 katClhveya daha fazlasCise topaklanma sBISI{C) agzil (5)
bosaltlhasigin yiizeyin gevresine yeteri oranda sadlanmaktadltlve bu sayede adzm (5)
cevresinde topaklanma skdsioinl (C) turbdlans akEd veya durgunlugun 6nlenmesi
kolaylasmaktad @ Ozellikle topaklanma sMSIOIN yetersiz beslemesinden kaynaklanan ve agzml
(5) Gst pargasih yakn sk Yiizeyinde (CU) olusmaya edimli girdaplarl olusturdugu tiirbiilans
ak(slnlnl énlenmesi kolaylasmaktadl(rl

SkIderinligi (L3), (z)'nin 2 katCYeya daha fazla ise topaklasmlfilamentlerden (13) uzak bir
pozisyonda topaklanma sisinda (C)} durgunluk clusmashlnl dnlenmesi ve bu sayede agznl
(5) Ust parcasyaknlnda sl Viizeyinde (CU) olusan tek bir lifin kopmasidan kaynaklanan
filament at@inl (topak) ylizmesinin énlenmesi kolaylasmaktad[t] bdylelikle sonraki ylkama ve
uzatma adhlarminl stabil bicimde yaplhasCkolaylasmaktadl Tercihen sh Herinligi (L3),
topaklanma sislnlnl (C) karsCakEnnl dnlenmesinde etkili olmasacsindan tercihen yukarida

acKlanan aralKligindedir.

Topaklanma sMs[bosaltma portlarCl4a) ve (4b), her bir porttan bosaltldcak topaklanma
sivIsninl (C) ydnl topaklasmB! filamentlerin (13) ak(s yéniine asagyukarCharalel olacak
bicimde agznl (5} aklsh gore yukar[yoniinde yer almaktadlr] Agzlnl {5) karslsinda topaklanma
sivIs[ 1 bogsaltma portlarOd (4a) ve (4b) vyuzeyleri uUzerinde bosaltma icin (sekilde
gosterilmemektedir), aksIdl asagyonl tarafinb dogru topaklanma siIsninl (C) bosaltIhasO
icin kiiglik kanallar bulunmaktadIrl

Buna ek olarak topaklanma sIS[ bosaltma portu (4a) ve topaklanma sIS[ bosaltma portu
(4b) (Sekil 1) arasidaki boslugun genisligi agz (5) genisligine asagyukarCkesit olacak
bicimde topaklanma skIs[bosaltma portlar({4a) ve (4b) aralklCdlarak yerlestiriimektedir. Bu
nedenle Topaklanma siIs[Bogaltma portlaridan (4a) ve (4b) bosaltldn topaklanma siIS[{C)
aklarCagzml (5) arka ylizeyine vurmaktadirl(agznl arka yiizeyi {51)) ve bu sayede agztan
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(5) bosaltlF] bosaltlrhaz topaklasmis filamentleri (13) cevreleyen topaklanma sWISII(C)
aklsInda turblilansa neden olmaktad [l

Buna ek olarak mevcut yapllandiinada topaklanma sks[Ibosaltma portu (4a) edirme
banyosunun (2) boyuna yoninde bir ylizey olusturarak egirme banyosu yan paneliyle (21)
temas halinde bulunmaktadflve topaklanma sMS[bosaltma portu (4b) edirme banyosunun
(2) boyuna yéniinde bir yan ylzey olusturarak diger bir edirme banyosu yan paneliyle (22)
temas halinde bulunmaktadld Buna ek olarak topaklanma sMS[bosaltma portu (4a) ve
topaklanma siIsI hosaltma portu (4b) arasida ek bir plaka (12) yer almaktadlr]l Ek plaka
(12), topaklanma siIsnlinl (C) bosaltIthaslikin kiiclk kanallar icermemektedir.

Bu sekilde topaklanma sldsIbosaltma portlar[X4a) ve (4b) ve ek plaka (12) tarafibdan
edirme banyosunun (2) aksInl yukarlsinda enine ydnde bir banyo yiizeyi olusmaktadtive bu
sayede topaklanma sWIST{C) edirme banyosu (2) icinde depolanabilir.

Egirme banyosundan (2) topaklasmis filamentlerin (13) ¢ekilmesi icin bir cekme rulosu (10}
edirme banyosunun (2) diger ucunda yer almaktadiElve egirme banyosu ¢kl portu (15)
aklshl asaglyoninde yer almaktadlEl Cekme rulosunun (10) sekli cekme rulosu egirme
banyosundan {2) topaklasmis] filamentlerin (13) cekilmesini sadladGlsiirece 6nemli dedildir

ve 6rnedin Sekil 2A'de gosterilen rulo sekli kullanI3bilmektedir.

A§zm (5) bosaltlhasOgin yiizeyin merkezi ve ¢ekme rulosunun topaklasm§ filamentlerle
temas ettigi bélimin (30) pozisyonu edirme banyosunun (2) sk dlerinliginin Ust-alt yoniinde
merkez pozisyon haline gelecek bicimde ad@ (5) ve cekme rulosu (10) yerlestirilmektedir
(Sekil 2A). Buna gére agz[l (5) gekilmesi igin ylizeyde uygulanan topaklasms] filamentlerin
{13) gekme kuvveti topaklasmisl filamentlerin (13) merkez parcasinidan gevreye dogru esit
hale gelebilir ve bu nedenle lokal clarak olusan askltekme geriliminin neden oldugu tek bir
lifin kurulmasClen yilksek diizeyde azaltl3bilir. Buna gotre topaklasmls filamentlerin (13)

olusacaghomojen topaklanma etkisi elde edilebilmektedir.

Dénen ham sk Jegirme banyosu (2) icine bosaltldktan hemen sonra topaklanma siIS[{C)
taraflddan topaklanmaktadld ve ak(sInl asadyoniine iletilen topaklasmE filamentler (13)
haline gelmektedir. Bu sefer topaklasmls! filamentler (13), merkez eksen (C1) boyunca lak
egirme cihaz[X1) icinde aklslnl yukarClyoniinden akislnl asag[lyoniine dodru akmaktad(tl

Merkez eksen (C1) agznl (5) bosaltlihasCigin yiizeyin merkezi boyunca ve efjirme banyosu
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(2) s derinlidi Gst-alt yoniinde merkez pozisyon boyunca akan bir eksendir ve egdirme

banyosunun (2) boyuna yonlinde sl ¥iizeyi (CU) ve taban seviyesine (CB) paraleldir.

Ardlndan topaklasmlsl filamentler (13) yukar[Cydnde cekilirken merkez eksen (C1) Uzerinde
yer alan gekme rulosunun (10) boliminde (30) ok (F) yonilinde yonini dedistirmekte ve
Klak egirme cihaz[q1) disinda yer alan ¢ekme cihaz[qsekilde gosteriimemektedir) tarafindan
cekilmektedir.

Buna ek olarak edirme banyosu (2), egirme banyosu (2) iginde bir ugtan digerine uzanan iki
diizeltme plakas({14a) ve (14b) icermektedir. Mevcut yapI@ndifnada edirme banyosu (2),
topaklagm(s filamentlerin (13) akt@Cl¢ banyo (23) ve i¢c banyonun (23) her iki tarafioda
olusan iki dislbanyo (24) olarak ayrlhhaktadl(cl

Diizeltme plakas(](14a), bir ug edirme banyosu yan levhas[1(21) ve topaklanma siIS[]
bosaltma portu (4a) temas boliimi yaklnda bir parcaya ve dider ucu edirme banyosu ¢KIs]

portuna (15) temas edecek bicimde olusturulmustur. Dizeltme plakas[{14b), bir uc edirme

banyosu yan levhas[{22) ve topaklanma sisI'bosaltma portu (4b) temas bdlimi yakhda

bir parcaya ve dider ucu edirme banyosu ¢KIgl portuna (15) temas edecek bigimde

yaplanmaktadlrl

Dizeltme plakalar[{14a) ve (14b) arasintaki capraz kesit alan ilk olarak bir ugtan (akislnl
yukararafllve diger ucuna (akislnl agsagaraf[}ldogru kademeli olarak azalacak ve ardindan
kademeli olarak genigleyecek bicimde dizeltme plakalarCd{14a) ve (14b) olusmaktadic]
Mevcut bulustaki capraz kesit alan[Jedirme banyosu (2) capraz kesit alanCkinde topaklanma

sivIsTile dolu bir bélimiin ¢apraz kesit alan[@anlamnb gelmektedir.

Topaklanma banyosu bélimiine batlfl@n agzl (5) topaklanma banyosu uzunlugu agEnkdan
(L1: iplik borusu (52) ve iplik borusunun (52) birlesme boliimi ile temas noktasCarasidaki
mesafe) topaklanma banyosu uzunlugu (L1} kish oldugunda aglz (5) ve diizeltme plakalar™]
araslndaki aralklar dar olmaktadtlve bu nedenle topaklanma siIsI hk(sl hzl Yfopaklasmis]
filamentleri ¢ekme hlzlndan daha disik olmamaktadlr] bu sayede topaklanma sISI]
tirbulansidaklsIveya topaklanma shIsIJaklsindan kaynaklanan tek bir lifin kopmasO
gerceklesmektedir ve topaklanma banyosu uzunlugu (L1) uzun oldugunda ag (5) ve
diizeltme plakalarChrastaki aralklar genis olmaktadltlve bu sayede diizeltme plakas/nlnl

diizeltme etkisi saglanamamaktadir]
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Bu sayede optimum topaklanma banyosu uzunlugu (L1) agz (5) boyutuna, Uretim
kapasitesine ve cekme hizlnk bagl[blarak uygun bicimde secilebilir, boylelikle topaklanma
svIsI bosaltma portlarindan (4a) ve (4b) bosaltl@n topaklanma siISI{C) s akls[ e adlzl
ylizeyinde olugan topaklagmglfilamentler tarafidan ¢ekilen ve onlara eglik eden topaklanma
sWIST{C) sk akisTkontrol edilebilmektedir. Buna gore adlzl ylizeyinde topaklanma siISolnl

degisme etkinligi iyi diizeye gelmekte ve homojen topaklanma sadlanmaktad|c]

Dizeltme plakalard14a) ve (14b) arasidaki bir boglukla olusan birlesme yeri béliminde
genislik (L2) akan topaklasmiglfilamentlerle (13) temas etmeyecek kadar mimkiin oldugunca
kiicik yaplhaktadlt] Birlesme vyeri boélumindeki genislik (L2) tercihen akan topaklasmls]
filamentlerin (13) genislidi ile aynCyeya cok az daha genis olarak ayarlanmaktadlt] Birlesme
yeri bolimiindeki geniglik (L2) akan topaklasmis! filamentlerin (13) genislidinden daha dar
iken topaklasmIfilamentler diizeltme plakalarlie temas ederek zarar gdrmektedir, bu da tek
bir lifin kopmashb neden olabilir ve birlesme yeri bélimdndeki geniglik (L2) akan topaklasmls]
filamentlerin (13) genisliinden blyiik oldujunda topaklasmisl filamentler {13) ve dizeltme
plakalarCarasda karsCakslveya durgunluk olusmakta ve bu tercih edilen bir durum degildir.

Diizeltme plakalar({14a) ve (14b) arasloda bir bosluk tarafindan olusturulan birlesme yeri
bélimiindeki uzunluk (L4) tercihen 40 ila 160 mm’dir. Birlesme yeri bélimindeki uzunluk
(L4) bu arallkta iken birlesme yeri bolimiinde karsCakisl veya durgunlugun &nlenmesi
mimkiindir. Birlesme yeri bdliimindeki uzunluk (L4), Uretim kapasitesi ve ¢gekme hEzLlle

uygun olarak bu arallklicinde ayarlanabilmektedir.

Topaklanma banyosu boélimiiniin gapraz kesit alanif maksimum degerinin (S1) birlesme
yeri boliimiinde capraz kesit alanlnh (S2) oranl, diger bir ifadeyle (S1/S2), 1.5 ila 5 arallginda
iken topaklanma siIsInlnl (C) adZ{5) gevresine geri akt@durumun dnlenmesi kolaydirlve bu
durum topaklanma siIS[{C) aklsInda aland tamamloda tirbililans aklsl olusturmaktadveya
egirme banyosunda (2) topaklanma sisInlnl direncinde artlsa neden olmaktadld] Filament
akls] boliimiiniin gapraz kesit alanlnl maksimum degerinin (S3) birlesme yeri bdlimiinde
capraz kesit alanlnb (S2) oran(Idider bir ifadeyle (§3/52) 1.5 ila 5 araldInda iken topaklanma
icin kullanl@n topaklanma sIsSIninl geri ak[s] olarak agzm (5) gevresine geri dénduglu ve
bunun girdaplar ve durgunluk olusturdugu bir durumun oGnlenmesi mimkindiir ve ayrica
agztla (5) olusan kopan tek bir lifin yeniden yaplghashlnl veya durguniugun olusturdudu
ylizen filament atdnlnl (topak) yeniden yapEhashinl neden oldudu kalite ve (riin
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performanslnl digsmesinin dnlenmesi mimkin olmaktad(t] Birlesme yeri bdlimiinde ¢apraz

kesit alan@d dedistigi durumda capraz kesit alan@ minimum dederi, birlesme vyeri

bélumiinde gapraz kesit alan (52) olarak kabul edilmektedir.

Diger bir ifadeyle topaklanma sKISI1(C), karsOaklsl veya durgunluga neden olmadan
topaklasmIsl filamentlerin (13) akgl yoniine dik bir yonde akELfiderek genisleyerek egirme
banyosu (2) icinde aklsInl yukar(taraflodan asag[taraflila dogru akarken, geleneksel Blak
egirme cihazlnl tersine, geri akislolarak agzml (5) cevresine geri donmeden topaklanma siIS[]
geri allmh bollimiine (3) ¢kislkanallariidan (30) tamamen akmaktad k]

Buna ek olarak topaklasmlgl filamentlerin (13) duzeltme plakalardan (14a) ve (14b)
herhangi birine temas etmesi halinde gerceklesebilen tek bir lifin kopmas[durumunu dnlemek
lzere topaklasm§! filamentlere (13) bakan dizeltme plakalarial (14a) ve (14b) ylzeyleri
herhangi bir ¢KIntCdlmadan tercihen mimkiin oldugunca diiz yaplthaktad[r]l Buna ek olarak
sert krom kaplama uygulanan paslanmaz ¢elik plakalarl diizeltme plakalarld14a) ve (14b) ile
birlikte kullanlhas¥eya dlizeltme plakalarilnl (14a) ve (14b) florokarben recine gibi kiictk

statik stirtlinme katsayEInk sahip bir materyal ile kaplanmasCdlaha ¢ok tercih edilmektedir.

Diizeltme plakalarinll (14a) ve (14b) yliksekligi, edirme banyosu (2) topaklanma sMIS[ k]
ylzeyinden (CU) daha ylksek yapItaktadicl

Dizeltme plakalar[{14a) ve (14b), ackliklar[olmayan plakalardir]l Diizeltme plakalarinda
acklKlar olmasCHurumunda agzila olusan tek bir lifin kopmasCieya durgunluk nedeniyle
olusan ylzen filament at@{topak) acklKlar[XKhyabilir, bu da stabil Gretimi zor bir hale
getirmektedir veya topak topaklasmls] filamentlere (13) yeniden vyaplsabilir ve 0Urundn

kalitesini ve performanshldisiirebilmektedir.

Sistemin dEInka dogru egirme banyosu ¢KIsl portundan (15) topaklanma siISIninl bosaltthasd
icin yonteme bir 6rnek olarak her biri yatay dikddrtgen seklinde olan, Sekil (5)de gbsterilen
bigimde Ust-taban ydniinde esit bicimde olusan birden gok ¢kislkanal[{30) iceren bosaltma
icin bir plaka yoluyla egirme banyosu ¢kIslportunun (15) tamamidan asagyukarChomojen
bir bicimde topaklanma skIsIninl (C) bosaltIhasliin bir yontem veya egirme banyosunun (st
parcasibidan tagma yoluyla topaklanma sisIninl (C) bogaltlfhasCigin bir ydontem sicalanabilir.
Ikinci durumda egirme banyosu ¢Sl portu (15) gevresinde topaklanma siISnlnl karsChk[s]

veya durgunlugunu énlemek lzere edimi bir plaka kullanlas[Cdereklidir (bkz Sekil 2B).
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(Islak egirme igin yontem)

Bundan bdyle sentetik bir lifin [Slak olarak egrilmesi icin yéntem, mevcut bulusa gdre [Slak
edirme cihaz[{1) kullanmle agKlanacaktlr]

Ilk olarak edirme ham siIbesleme cihaztdan (sekilde gdsteriimemektedir) edirme ham sk
besleme borusuna (11} edirme ham siISIVeriimektedir ve yukarida bahsedilen edirme ham
siIskgirme ham s besleme borusundan (11) adEl arka ylzeyi (51) boyunca adza (5)
iletilmektedir (Sekil 2A). Ardldan egirme ham skIs[]agzml (5) topaklanma skisnh (C)
bogaltlhasUlicin ylzeyde iplik borusundan (52) bogaltlhakta ve topaklanma banyo
bélimiinde (2a) topaklastiIhakta ve topaklasmlfilamentler (13} olusturulmaktad ]

Topaklanma banyosu bolimii (2a) icinde topaklasan topaklasmis! filamentler (13) filament
aklglbolimi (2b) icinde akmakta, filament akBlbodlimi (2b) icinde dider uca batlclldn cekme
rulosu (10) taraflddan yoni degistiriimekte, Slak egirme cihaz[{1) d5Inh iletiimekte, cekme
cihazOtaraflddan cekilmekte (sekilde gdsteriimemektedir) ve sonraki ylkhma ve germe
admlarfh iletilmektedir.

Topaklanma sMS[KC) egirme banyosunun (2) aklEnnl asagClyoniine dodru topaklasm]
filamentlerin (13) akglyoniine asagyukarCparalel olarak topaklanma sMIS[¢KIs] portlar[{4a)

ve (4b) aglzl(5) taraflnda ylizeylerde bosaltma (sekilde gosteriimemektedir) igin ¢ok saylda

kiicik kanaldan bogaltIhaktad(r] Buna goére topaklasmislfilamentler (13) ve topaklanma siIsl]
(C) arashdaki s direnci mimkiin oldugunda distk yapdbilir ve bu sayede topaklanma

siIsT1{C) aklsinlnl turbilansidan kaynaklanan topaklasmligl filamentlerin (13) akslnda

dalgalanma baskldnarak daha homaojen bir topaklanma elde edilebilmektedir.

Topaklanma sWIS[{C) bosaltma miktar(Rercihen birlesme yeri béliminde (Sekil 1: nokta (X))
topaklanma siisininl akSIhZL{V) (m/dk) akan filament ¢ekmesi gekme hzInlnl (v) (m/dk} 0.5-
1.5 kat[hralldinda olmaslnlkaglayacak bigimde olmasl[tercih edilmektedir ve topaklanma
sVIST{C) yukar(da bahsedilen topaklanma siSIninl geri allm bélima igine disar¥yonde akmas]
tercih edilmektedir.

V: X noktasloda aklsihzL{m/dk)

v: gekme hzLim/dk)

Nokta X: birlesme yeri bélimiinde bir nokta
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Noktada (X) (Sekil 1) akGIhEZI{V) (m/dk) akan filament cekmesi ¢ekme hzlodan (v) (m/dk)
0.5 kat veya daha fazla ise topaklanma sisInlnl {C) agz[nl (5) cevresine geriye dogru aktlglve
bu durumun topaklanma sWISI{C) aklsInda tiim alanda tirbiilans aklsh neden oldugu veya
edirme banyosunda (2) topaklanma skIsInda direncin artmashb neden oldugu bir durumun
onlenmesi kolaydltlve noktada (X) aklslhZz{V) (m/dk) akan filament cekmesi cekme hlzlndan
(v) (m/dk) 1.5 kat veya daha fazla ise topaklasm(s!filamentlerin (13) akIoln gekme hzlVe
topaklanma sisInlnl (C) eslik eden akhlnl aklsl hizBrasiidaki dengenin ¢oktiigi ve bu
nedenle topaklanma slIS[C) aklslnda tiirbiilans akisdl olustudu ve bunun da topaklagmlg]
filamentlere (13) yap[sina veya tek bir lifin kopmasnb neden oldudu bir durumun énlenmesi
kolaydIcl

Sekil 1'de isaretsiz gdsterilen her bir ok, topaklanma sMSIA (C) konveksiyon akmm ydniind
gostermektedir. Topaklanma sWIs[]bosaltma portlariidan (4a) ve (4b) bosaltldcak
topaklanma skISLI(C), ¢ekme cihazll(sekilde gosterimemektedir) taraflidan ¢ekilirken
topaklasms filamentlerin (13) akmas$aglaniken olusan eslik eden akls! taraflddan edirme
banyosunda (2) aklsinl yukar(daraflidan ak5Inl asadaraflnb dogru akmas[3aglanmaktad(r]

Topaklanma banyosu bélimi (2a) capraz kesit alanlCdizeltme plakalarCX14a) ve (14b)
taraflddan bir uctan digerine kademeli olarak azald@nodan topaklanma banyosu bélimiindeki

(2a) topaklanma sMS{C) tiirbllans akislolusmadan agzlnl (5) cevresine verilmektedir.

Agznl (5) cevresine verilen topaklanma sMSI{C) topaklasms filamentler {13) icinde asag
yukarChomojen olarak emilmektedir ve ardibdan topaklasm(s filamentler (13) cekme rulosu
(10) yonlinde akarken edirme banyosu (2) icine topaklasml filamentlerden (13) kademeli
olarak dishr[yonde skipl gkbrIhaktadlr)

TopaklasmEfilamentlerden (13) skIpl ¢khrl3n topaklanma sMSI{C) ve filament aklslb&limi
(2b) iginde topaklagmlgl filamentlerin (13) aksdle olusan topaklanma sWIS[{C) eglik eden
akL] filament aklsl bolimi {(2b) capraz kesit alanUdizeltme plakalarCd(14a) ve (14b)
taraflddan kademeli olarak bir uctan dider uca genislediginden egirme banyosunun (2)
genislik yonliinde giderek genislerken tirbilans akls] olusturmadan edirme banyosu ¢lKIS]
portuna (15) dodru akmaktadil Ardidan topaklanma banyosu ¢KkIsl portunda (15)
topaklanma sMSL{C), topaklanma sisl feri allm bélimine (3) birden ok gkisl kanallndan
(30) asagyukar[homojen olarak dSar[yénde akmaktadlr]
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Diger bir ifadeyle topaklanma siIs[bogaltma portlaridan (4a) ve (4b) bosaltldn topaklanma
sIST{C), geleneksel Elak edirme cihazlmll tersine geri aklslolarak adzml (5) gevresine geri
dénmeden topaklanma igin kullanlIdktan sonra ¢klslkanallariodan (30) topaklanma svIsL geri
alm bolimine (3) dodru tamamen darydnde akmaktad(t] Bu siire iginde topaklanma sisT]
(C), topaklasmislfilamentlerin (13) aklglyonune dik bir yonde giderek genisleyerek kars[ak(s]
veya durgunluga neden olmadan edirme banyosu (2) icinde aksnl yukar3/oniinden aklsnl
asagyonine dogru akmaktadicl

Topaklanma siIS[geri alm bélimiinden (3) Elak edirme cihaz[({1) disinb dodru dsar¥énde
akan topaklanma siIS[{C) geri allbh tankibida (sekilde gdsterilmemektedir) geri allmaktadi(c)
ardindan DI (iyonsuzlastihs) suyunun eklenmesi ile edirme durumuna uygun topaklanma
sISTT konsantrasyonu  olusturacak bigimde ayarlanmaktadEl ve bir pompa (sekilde
gosterilmektedir) ile topaklanma siIsThosaltma portlariib (4a) ve (4b) sirkiile edilmektedir.

Yukarlda ackland@iizere Elak egirme cihazCve mevcut bulusa gore Blak egirme igin

yonteme gore egdirme banyosunda topaklanma siSInnl akShinl kontroli ve bu sayede
edirme banyosunda topaklanma sMshIAl yodunludunun ve slicakliGinil homojenize edilmesi
ve topaklanma shIslnlnl tirbilans akBLlile olusan tek bir lifin kopmashlnl énlenmesi ve
durgunluk ile olusan yizey filament (topak) olusumun 6nlenmesi ile mikemmel kalitede
liflerin  Uretilmesi mimkinddr. Buna ek olarak topaklanma shislnlnl aki§IJhomojen hale

getirildiginden yiiksek hzIC&girme (veya yilksek hizlLgekme) ile bas edilebilmesi mimkiind(ir.

Yukarlda acklanan etki sebebiyle edirme banyosu (2) capraz kesit aland kademeli olarak bir
uctan digerine azald@topaklanma banyosu bolimi (2a} ve capraz kesit alanil kademeli
olarak bir ugtan digerine azaldi@l filament aklsl bélimiine {2b) sahiptir. Buna gore filament
ak(gl bélimiinde (2b) edirme banyosunun (2) genisligi yoninde giderek genislerken akisIn
asagy6nline dogru topaklanma sMSI{C) akt@indan eslik eden aklsInl neden oldugu karsO
aklsl veya durgunluk o&nlenebilir; diger ugta topaklanma siSinl (C) akisl hZnnl gok
hizlanmaslLlve bu nedenle s6z konusu hizlnl cekmede (topaklasmls! filamentler) tlrbdlans
olusturmasBinlenebilir; ayrich birlesme yeri béliminde topaklanma skvisininl (C) aklsl hiz[]
filament akls]l boliminde topaklanma siIsIninl (C) aklsl hizIndan daha hEMLE) bu sayede
filament akElbolimiinde (2b) akEnl asag[¥oniinde birlesme yeri bolimda (2c) boyunca akan
topaklanma shsInlnl (C), topaklanma banyosu bolimiinde {2a) kars[akls] olusturmas]

dnlenmis olmaktadlr] Buna ek olarak geleneksel [Slak edirme cihazilil tersine topaklanma
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siIsTI(C) geri aklsl olarak agzl (5) cevresine dénmeden kars[Jakisl veya durgunlugun
onlenmesi miimkiindiir, bu sayede agznl (5) ¢evresinde topaklanma siIsolnl (C) yodunluk ve
slchkl@indaki esitsizlik onlenebilir ve topaklanma skisInlnl dedisim etkinligi de gelistirilmis
olmaktadIr]

Buna ek olarak mevcut bulusa gore Blak edirme cihazCagKlKlarCblan diizeltme plakalarih
ihtiyac duymamaktadlt]) bu sayede filament atidninl (topak) acKklKlarda yakaland@lve

topaklasmislfilamentlere yaptGLdurumun énlenmesi mimkindr.

Buna ek olarak topaklanma siIs[ bosaltma portlarinl (4a) ve (4b), bosaltldn topaklanma
sWIST{C) agziml arka yizeyine (51) vurmayacak bicimde vyerlestirilmesi tercih edilmektedir.
Buna gore topaklagmlisl filamentler (13) ve topaklanma sMS[KC) arasidaki s direnci
mimkiin oldugunda dugik yapl@bilir ve bu sayede topaklanma sWS[I(C) akEninl
tirbllansinan kaynaklanan topaklasmisifilamentlerin {13) aklsindaki dalgalanmalar énlenmis
olmaktad(c]

Edirme ham skSninl bosaltlthasMdan hemen sonra topaklanma iglemi edirilecek liflerin
kalitesini ve performansilCdnemli derecede etkilemektedir ve bu sayede liflere yapGima, tek
bir lifin kopmas¥e ¢aplar[&sit olmayan veya uygun olmayan liflerin Gretimi, tirbllans ak[snl
bastithaslile dnlenebilmektedir.

Buna ek olarak mevcut bulusa gore [lak egirme cihazldiizeltme plakalarnlnl (14a) ve (14b)
seklini degistirerek ve verimin artitihas[e boylece eslik eden akisID artlfIthasCigin edirme
hzLartltlsa dahi topaklanma banyosu bdlimundin (2a) uzunlugu ve genisligi ve filament ak[s
bolima (2b) ayarlanarak akisnl yukarydniinden ak(sInl asag[yoniine dogru sabit bir yénde
topaklanma siIsinlnl (C) aklslninl homojen olarak kolayca kontrol edebilir. Boylelikle yiiksek
hZCedirme (veya yiliksek hEzCgekim) durumunda dahi mikemmel kalitede lifler stabil

bicimde Uretilebilmektedir.

Buna ilaveten mevcut bulusa gore [lak egirme cihazlh gére tek bir lifin kopmashlol ve
filament at@ninl (topak) yapkiashinl énlendidi durumda miikemmel kalitede lifler yukar(da
acklanan slak egirme cihaz[Rullanl@rak elde edilebilmektedir. Buna ek olarak yontem yliksek
hZlOegirme (veya yilksek hEZlCcekme) ile bas edebildidinden lifler yiiksek verimlilikte
dretilebilmektedir.
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Bunun da nedeni, Blak edirme cihaznlnl yukarida bahsedilen etkisinin yanlda, birlesme yeri
béliminde (Sekil 1: nokta (X)) topaklanma skisInfdl akls] hELXV) (m/dk} akan filament
cekisinin cekme hzIalal (v) (m/dk) 0.5 ila 1.5 katCharall@nk diismesi saglanacak bicimde
topaklanma siIsInlnl bosaltlihasCle topaklanma sisInin karsCAklslveya durgunlugunun etkili
bicimde baskldanabilmesidir.

Mevcut bulusa gore [Slak edirme cihaz[dSekiller 1 ila 5%e gosterilen [Slak edirme cihazlyla
sAECdegildir. Ornedin topaklanma sMSIANl karsCakEVeya durgunlugu baskl3dKlar3iirece
diizeltme plakalarilnl edirme banyosunun (2) dider ucunda (edirme banyosu ¢KIslportu (15})
yer almasCgerekli dedildir ve [lak edirme cihaz[Jdlzeltme plakalarninl (14a) ve (14b) Sekil
6'da gosterilen bicimde filament aklsl bolimiinin (2b) orta parcasiida slkdslda egirme
banyosu yan plakalarib (21) ve (22) temas eden bir Elak egirme cihaz[{6) olabilir.

Buna ek olarak diizeltme plakalarinlnl sayS[Islak edirme cihaziminl (1) tersine iki ile sHIrC]
dedildir ve 6rnedin taban plakasCive taban plakasiln her iki ucunda ayakta duran yan

plakalardan olusan bir diizeltme plakasCinlimkinddir,

Buna ek olarak capraz kesit alanm bir uctan diderine kademeli olarak azaldl@ durumda
topaklanma banyosu bélimi{ (2a) ve capraz kesit alanm bir uctan digerine kademeli olarak
genisledigi durumda filament ak[s] bolimi {2b) olusturulabilirse mevcut bulusa gore [Elak
egirme cihaz[1Sekil 7'de gosterildidi lzere diizeltme plakalar({14a) ve (14b) kullanlthadan
edirme banyosu (2) icinde egirme banyosu yan plakalarC}21) ve (22) arasbdaki arallk
ayarlanarak topaklanma banyosu bolimi (2a) ve filament akEl béliminin (2b)
olusturuldugu bir apara olabilir. Geleneksel bir Elak edirme cihaz[kullanman@ mdmkin
oldugundan ve topaklanma banyosu bolimi (2a) ve filament ak[s boliminin (2b)
ayarlanmas[J kolay oldujundan [Slak egirme cihaz[d(1) olarak diizeltme plakalarninl
kullanIhasercih edilmektedir.

ORNEKLER
Dokiiman@ bundan sonraki boliminde mevcut bulus, Ornekler ve KarsBstinalDrnekler
cercevesinde daha detayl[dblarak agklanacakttl Mevcut bulusun asagldbki tarifname ile sl

olmad(@Ibilinmelidir.

<Egirme ham sWVISININ hazlFlanmas&
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Amonyum perfiilsat-amonyum bislilfat ve demir silfat iginde akrilonitril, akrilamit ve
metakrilik asit akdz slispansiyon polimerizasyonu ile ko-polimerize edilmistir ve slcashda 96,3
ve 1 (kitle oran[¥%) oraninda akrilonitril birimler, akrilamit ve metakrilik asit birimlerinden
olusan akrilonitril polimer elde edilmigtir. S6z konusu akrilonitril polimer, dimetilasetamid
iginde ¢ozilmustiir ve kiitlenin %21’i oranlnda egdirme ham sMSI{A) hazlanmIst(r]

<Ornek 1>

Topaklanma sMSI{C) Sekiller 1 ila 5te gosterilen bicimde Elak egirme cihazioda (1) (L1)
olarak 90 mm, (L2) olarak 90 mm, (L3} olarak 195 mm ({z)'nin 1.5 katllzunluk), (L4} olarak
80 mm, topaklanma banyosu béliimiinde maksimum capraz kesit alanCblarak 26,520 mm?,
filament akEl bolimiinde maksimum capraz kesit alan[blarak 26,520 mm’ ve birlesme yeri
béliimiinde capraz kesit alan[blarak 17,550 mm? olacak bicimde ayarlanmtElve birlesme
yeri boliminde (X) noktaslda aklsl hzL17.2 m/dk ((v)nin 0.9 katUakls] hzI{ olarak
avarlanmlstlrl

45 um kanal caplna sahip 24,000 kanal iceren bir iplik borusu (52} yoluyla egirme ham sIs[]
(A), kitlenin %60'Coranlda yogunluga ve 35°C slcaklida sahip akoz dimetilasetamid
sollisyondan olusan topaklanma sWISL](C) igine bosaltlthist] ve [Slak egirme yaplhGti]
Topaklanma sWIS[C) ile topaklasan topaklasmis] filamentler (13), edirme ham skIShinl
bosaltma lineer hizInlnl 0.27 kat[bir hizda cekilmistir.

Kullan@3n iplik borusu cihazlnl boyutlarC3u sekildedir: 80 mm agzgenislidi (x) (Sekil 3); 50
mm adZkalmlGIy) (sekil 1) ve 130 mm agdZlyiksekligi (z) (Sekil 1).

Ardlndan s6z konusu lifler (topaklasmiglfilamentler) ayn(Zamanda ykbma ve 5-kat uzatmaya
maruz kalmistitlve kitlenin %1.5'i oranloda hazldanan amino silikon yag ajanloltepolayan
birinci yag banyosuna sokulmustur ve birinci yag ajanVerilmistir ve daha sonra elde edilen
lifler [SrulolarClle kurutulmustur ve [SrulolarChrashda 2.0 kat kuru SIkincil uzatmaya
maruz blchkIth(st]l Daha sonra temas rulosu ile liflerin nem ylzdesi ayarlanmistitive 1.2 dtex

cap[da tek bir lif iceren karbon Iif &n sarlclile gekilmistir.

<Ornekler 2 ila 5>
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Sekil 2B'de gosterilen Elak egirme cihazloda (1) topaklanma banyosu bélliiminde maksimum
capraz kesit alan[XS1), filament aklsl boliminde maksimum capraz kesit alan(J(S3) ve
birlesme yeri bélimiinde gapraz kesit alan[{S2) Tablo 1'de gdsterilen bicimde degistirilerek
Ornekler 2 ila 5'in her birinde Ornek 1‘de gésterilen prosediir uygulanmigtitive karbon lif 6n

elde edilmigtir.

<Ornek 6>

Topaklanma sMSI{C) Sekiller 1 ila 5te gdsterilen bicimde Blak edirme cihazinda (1) (L1)
olarak 110 mm, (L2) olarak 145 mm, (L3) olarak 252 mm ({(z)'nin 1.8 katCluzunluk),
topaklanma banyosu béliimiinde maksimum capraz kesit alanCblarak 60.480 mm?, filament
akEIbdlimiinde maksimum capraz kesit alanCdlarak 60,480 mm? ve birlesme yeri bdliimiinde
capraz kesit alanClolarak 36,540 mm’ olacak bicimde ayarlanm[GtIEl ve birlesme yeri
béliminde (X) noktasida akEIhEZ9.6 m/dk ((v)Y'nin 1.2 kat[@kSIhZolarak ayarlanmst[]

45 um kanal caplni sahip 24,000 kanal iceren bir iplik borusu (52} yoluyla edirme ham siIS[]
(A), kitlenin %60'Cloranida yogunluga ve 35°C sicakli@a sahip akoz dimetilasetamid
sollisyondan olusan topaklanma sWISLI(C) icine bosaltlht ve Elak edirme yaplihistcl
Topaklanma sMSIC) ile topaklasan topaklasmis! filamentler (13), edirme ham skISInlnl
bosaltma lineer hizInlnl 0.27 kat[hir hizda gekilmigtir.

Kullan@n iplik borusunun boyutlarGasadidbki gibidir: (x) 140 mm; (y) 70 mm ve (z) 140 mm
(Sekil 1).

Ardlndan s6z konusu lifler (topaklasmlsifilamentler) ayn(2amanda ylkhma ve 5-kat uzatmaya
maruz kalmBtive kitlenin %1.5% yodunluk oranida hazldanan amino silikon yad ajanmnd
depolayan birinci yag banyosuna sokulmustur ve birinci yag ajanverilmigtir ve daha sonra
elde edilen lifler G fulolarle kurutulmustur ve [ tulolarCharasioda 2.0 kat kuru SLIkincil
uzatmaya maruz blrakIhistlc] Daha sonra temas rulosu ile liflerin nem yiizdesi ayarlanmistir]

ve 1.2 dtex gaphda tek bir lif igeren karbon lif 6n sarlclle ¢ekilmigtir.

<Ornek 7>

Sekil 6'da gosterilen Elak edirme cihaz@dl kullan@hasOharicinde Ornek 1'de acKanan
prosedir uygulanmsttive karbon lif &én elde edilmigtir.
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<Ornekler 8 ve 9>

Ornekler 8 ve 9'un her birinde Sekil 1 ila 5%e gosterilen Blak edirme cihazida (1) (L4)‘iin
Tablo 1'e gore degistiriimesi dsIida Ornek 1'de acKlanan prosediir uygulanmBtidve karbon

lif 6n elde edilmistir.

<Ornek 10>

Sekil 1 ila 5'te gosterilen Blak edirme cihazida (1) (L3)'Un 299 mm olarak ((z)'nin 2.3 katO
uzunluk) degistiriimesi dsInda Ornek 1'de acKlanan prosediir uygulanmgtiElve karbon lif 8n

elde edilmistir.

<Kars@stFinal [Drnek 1>

Sekil 8'de gosterilen [lak edirme cihazil kullan@hasOharicinde Ornek 1'de acKlanan

prosediir uygulanmigtElve karbon lif 6n elde edilmistir.

<Kars@stinal [Drnek 2>

Sekil 9'da gdsterilen Blak egirme cihaz@il kullanlthasOharicinde Ornek 1’de aclklanan
prosedir uygulanmstrive karbon lif &n elde edilmistir.

<Kars[@stinal [Drnek 3>

Sekil 11'de gosterilen Blak edirme cihazAlAl kullanlasCTharicinde Ornek 1'de acKanan
prosedir uygulanmisticlve karbon lif 6n elde edilmistir.

<KarsBstEinal (Drnek 4>

Sekil 1 ila 5te gosterilen Slak egirme cihazlnda (1) birlesme yeri bolimiinde (X) noktasnda
topaklanma sISLIC) aklsl hzInldl 3.2 m/dk ({(v)'nin 0.4 kat aklsl hizIJ olarak ayarlanmas[]
dislnda Ornek 1'de aclklanan prosediir uygulanmtEve karbon lif 6n elde edilmistir.

<Kars@stFinal [Drnek 5>
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Sekil 1 ila 5%te gosterilen Blak edirme cihazinda (1) birlesme yeri béliminde (X) noktashda
topaklanma sIS[{C) aklgl hizlnlnl 14.4 m/dk ({v)'nin 1.8 kat akls]l hz[}] olarak ayarlanmas(]
dislnda Ornek 1'de acKlanan prosediir uygulanmistFlve karbon lif 6n elde edilmistir.

<Ornek 11>

Topaklanma banyosu bélimiinde maksimum capraz kesit alan[XS1) olarak 54,600 mm?,
filament akBl béliminde maksimum capraz kesit alan[{S3) olarak 54,600 mm? ve birlesme
yeri bélimiinde capraz kesit alan[{S2) olarak 9,750 mm?¥nin, Sekiller 1 ila 5'te gdsterilen
Blak egirme cihazBda (1) uygulanmas¥e karbon lif 6n elde edilmesi haricinde Ornek 1'deki
gibi benzer prosediir uygulanmSticl]

<Kars@stFnal [Mrnek 6 ve Ornekler 12 ila 15>

Sekil 2B'de gosterilen Elak egirme cihazloda (1) topaklanma banyosu bdlimiinde maksimum
capraz kesit alan[XS1), filament ak(sl bolimiinde maksimum gapraz kesit alan[J(S3) ve
birlesme yeri béliminde capraz kesit alan[1(S2) Tablo 1 ve 2'de gdsterilen bigimde
degistirilerek Kars[@stinal(Ornek 6 ve Ornekler 12 ila 15 her birinde Ornek 1'de gdsterilen

prosediir uygulanm[stitlve karbon lif 8n elde edilmistir.
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[Tablo 1]

Orn.1 Orn.2 Orn.3 Orn.4 Orn. 5 Orn.6 Orn.7 Om.8 Orn.9 Orn.10
AgDgekli Kare Kare Kare Kare Kare Yuvarlak Kare Kare Kare Kare
AgEboyutu x (mm) 80 80 80 80 80 140 80 80 80 80
y (mm) 50 50 50 50 50 70 50 50 50 50
z (mm) 130 130 130 130 130 140 130 130 130 130
Islak egirme L1 90 90 90 90 90 110 90 90 90 90
cihaznlo teknik
ozellikleri
L2 90 90 80 80 80 145 90 90 90 90
L3 195 195 195 195 195 252 195 195 195 299
Z'nin 1.5 kat[] z'nin 1.5 katT| 2'nin 1.5 katT| z'nin 1.5 katO| z'nin 1.5 kat0 Z'nin 1.8 katC] z'nin 1.5 katO| z'nin 1.5 katC] z'nin 1.5 katC] z'nin 2.3 katC]
L4 80 80 80 80 80 80 80 30 220 80
S1 26520 35100 35100 19500 39000 60480 26520 26520 26520 40664
S2 17550 12150 11200 12400 8000 36540 17550 17550 17550 26910
S3 26520 20700 53900 53475 12600 60480 26520 26520 26520 40664
$1/S2 1,51 2,89 3,13 1,57 4,88 1,66 1,51 1,51 1,51 1,51
S3/S2 1,51 1,70 4,81 4,31 1,58 1,66 1,51 1,51 1,51 1,51
Topaklagan filamentleri 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
cekme hizlJ
{(m/dk)
X noktasma akBIhZLdm/dk) | 7.2 (vhin 0.9 | 7.2 (vnin 0.9 | 7.2 (vhin 0.9 | 7.2 (vhin 0.9 | 7.2 (vhin 0.9 | 9.6 (Vnin | 7.2 (v'nin 0.9 | 7.2 (vin 0.9 | 7.2 (v'nin 0.9 | 7.2 (v'nin 0.9
katm kat( katd kat(d kat(d 1.2 kat(n katd katd kat(
kat(l
Diizeltme plakalarnlnl Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet
bulunmas]
Diizeltme plakalaridaki Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok
acklKlarCgekli
T¢ banyonun sekli Sekil 1 Sekil 1 Sekil 1 Sekil 1 Sekil 1 Sekil 1 Sekil 6 Sekil 1 Sekil 1 Sekil 1
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[Tablo 2]

Kars. Orn. 1 | Kars. Orn.2 |Kars. Orn.3| Kars. Orn. 4 | Kars. Orn. 5| Om. 11 | Kars. Om. 6 | Om. 12 | Om. 13 [ Om. 14 | Orn. 15
AgZgekli Kare Kare Kare Kare Kare Kare Kare Kare Kare Kare Kare
AgZlboyutu x (mm) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
y (mm) 50 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50
z (mm) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
L1 90 90 - 90 90 90 90 90 90 90 90
L2 90 920 - 920 92 50 90 90 80 80 80
L3 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
Z'nin 1.5 z'nin 1.5 z'nin 1.5 z'nin 1.5 [z'nin 1.5 katQ z'nin 1.5 Z'nin 1.5 Znin 1.5 | Znin 1.5 | znin 1.5| Z'nin 1.5
Islak egirme katl katCl katCl katOl katl katOl katd katdl katd katdl
dhazlly 4 80 80 - 80 80 80 80 80 80 80 80
teknik dzellikleri
S1 26520 26520 - 26520 26520 54600 26520 35100 35100 17550 40950
S2 17550 17550 - 17550 17550 9750 13410 12150 11200 12400 8000
S3 17550 17550 - 26520 26520 54600 10880 17100 62300 | 53475 12600
S1/S2 1,51 1,51 - 1,51 1,51 5,60 1,98 2,89 3,13 1,42 512
S3/S2 1,00 1,00 - 1,51 1,51 5,60 0,81 1,41 5,56 4,31 1,58
Topaklasan filamentleri 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
cekme hizDJ
(m/dk)
X noktas(oh ak(slhz[] 7.2 (v'nin [7.2 (vlnin 09| 7.2 (v'nin |3.2 (v'nin 0.4| 14.4 (V'nin |7.2 (vnin| 7.2 (v'nin 0.9 | 7.2 (V'nin |7.2 (v'nin|7.2 (v'nin| 7.2 (v'nin
(m/dk) 0.9 katld katQ] 0.9 katlQ kat(d 1.8 katQd | 0.9 katl kat[J 0.9 katly | 0.9 katQJ| 0.9 katd| 0.9 katl
Diizeltme plakalarhinl Evet Evet Hay[tl Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet
bulunmas
Diizeltme plakalarndaki Yok Delme ile - Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok
agKKlar§ekli birden gok
kanal
I¢ banyonun gekli Sekil 8 Sekil 9 Sekil 11 Sekil 1 Sekil 1 Sekil 1 Sekil 2B Sekil 1 Sekil 1 | Sekil 1 Sekil 1
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<Degerlendirme yontemi>

Ornekler ve Kars@@stinal(XOrmeklerde asadldhki dederlendirmeler yaplmistE topaklanma
sivIsinlnl akls] durumu, durgunlugun bulunup bulunmadi@idve yodunluk ve slchklGinl
dederlendirmesi ve tek bir lifin ¢apraz kesit alan@f! sekli, birbirine yapghn tek liflerin saysl]

ve kopmada ¢ekme hzLtimu elde edilen karbon lif on ile ilgilidir.

(Topaklanma siIs[akgldurumu)

DI su egirme banyosuna (2) damlatlthigtflve gorsel inceleme ile akEldurumu onaylanmstir]

(Durgunlugun bulunup bulunmadIgry

Egirme banyosunda (2) durgunlugun bulunup bulunmad@lCgdrsel inceleme ile onaylanmistir]

(Yogunluk ve skchkl @I 6lcimii)

Iplik borusunun (52) yiizeyinde noktalardaki her bir noktada (3) bir sFlga ile bes milimetre
topaklanma sMsL{C) allnimisttl(Sekil 3'de a, b, c), topaklanma banyosu béliiminde (2a) bir
ucta sl yiizeyine (CU) yak[nl bir nokta (Sekil 2A’da d) ve filament akElbéliminiin (2b) diger
ucunda sbhdizeyine (CU) vakil bir nokta (Sekil 2A'da e) ve yogunluk refraktometre ile
Olgilmistir {marka RA-250 dretim Kyoto Electronics Manufacturing Co., Ltd.). Buna ek
olarak merkiir termometre ile ayn[hoktalarda slchklKl ¢lgtlmistir.

(Tek bir lifin gapraz kesit alan sekli)

Elde edilen karbon lif preklirsér, 1 mm i¢ ¢apa sahip ve vinil klorlr regineden yaplan bir tip
icine sokulmustur ve ardindan elde edilen tiip bir bichk ile yuvarlak dilim halinde kesilmistir
ve numune hazlllanmiste]l Ardindan yukarCydnde bakan liflerin gapraz kesit alanClle SEM
numune tutucu Gzerine yaplstirIthistlr) piiskiirtiimli kaplama ile yaklagkl 10 nm kalllkta Au
kaplanmlisttl ve tek bir lifin ¢apraz kesit alanCIaramallklektron mikroskobu (marka XL20
Uretim Royal Philips Electronics) ile 7.00 kV akselerasyon voltajCdurumunda ve 31 mm
gallsma mesafesinde gozlemlenmistir. Tek bir lifin capraz kesit alan@nl boyuna uzunlugu ve
enine uzunlugu &lgllmiistiir ve boyuna uzunlugun enine uzunluga oranC&lde edilmistir. Buna

ek olarak n = 400 temelinde tek lifler zerinde boyuna uzunlugun enine uzunluk oranninl
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Slgiimiinden varyasyon oran[{ICV dederi) hesaplanmIstIr]

(Birbirine yaplsan tek Iif say&l}

Cekilen karbon lif on yaklagkl 5 mm olarak kesilecek, 100 mL suya batdrak, 100 rpm’de 1
dakika karGtErak, siyah filtre kagdinda filtrelenerek birbirine yaplsan tek liflerin say[Soinl
degerlendirmesi yaplh[sticive birbirine yaplsan tek lif saySLdlgliimistir.

(Kopmada gekme h[zIJ

Edirme ham siIsniil bosaltIhaslnl lineer hzInlal 0.45 kat[blan topaklagsml filamentlerin
gekme hlzIdstandart cekme hizLblarak belirlenmistir. E§irme ham sis[bosaltmasdl lineer
hELdegistiriimeden topaklagsmslfilamentlerin cekme hzLkademeli olarak artlId(gindan agznl
bosaltlhasigin yiizeyde topaklasmisl filamentler koptugunda topaklasmlsl filamentlerin
¢cekme hizld kopmada c¢ekme hzDolarak belirlenmigtir. Kopmada ¢ekme hizLJ asad daki
denkleme gére standart cekme hlzIile kopmada ¢ekme hzIndan hesaplanmaktadit]

(Kopmada ¢ekme hzIll= (kopmada ¢ekme hz[Y/ (standart cekme hzI}J

Ornekler ve KarsM@stiinal(l Orneklerdeki dederlendirme sonuclardd Tablo 3 ve 4'de
gosterilmektedir. Tablo 3 ve 4'deki yodunluk ve slchklKlar, kiitlenin %60'0ogdunluk ve 35°C
skchklKlstandartlar (lemelindedir.

(Kapsaml[degerlendirme)

Topaklanma sis[lakls]l durumu, durgunlugun bulup bulunmad@l] yodunluk ve slchkl@inl
Olgiimu, tek bir lifin ¢apraz kesit alanlnl gekli, birbirine yaplsan tek lif say(SL]¢ekmede
kopman Olgiim faktorli ve dizeltme plakalariiida yakalanan topak miktarOasaddeki

kriterlere gbre kapsamldlarak degerlendirilmistir.
O: Cok iyi

A: lyi
X: Kot
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[Tablo 3]

Orn.1 Orn.2 Om.3 Omn.4 Ormn.5 Om.6 Orn.7 Omn.8 | Om.9 | Orn. 10
Topaklanma sMSIAn ak§ldurumu (gorsel Homo*(Sekil | Homo* | Homo* | Homo* | Homo* | Homo*(Sekil | KEimen turbllansI] Tarb* | Tarb* | Tirb*
inceleme) 1 Bkz ok) 1 Bkz ok) AK[SI(Sekil 6 Bkz
ok)
Durgunluk bulunup bulunmad@{gérsel Hayld Hay(© Hayl Hay[d Hay[ HayD KEmen Evet Evet Evet Evet
inceleme)
TopaklasmElfilamentlerin tirbilansCcekme) HayEl Hay[tl Hay[El HayHl Hay[El Hayd Hay[l Evet Evet Evet
Diizeltme plakalarbda yakalanan topak miktar(]| Og 0g Og 0g Og 0g 0g Og Og 0g
a Yogunluk +0,2 +0,3 +0,3 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +2,1 +4,0 +5,7
(%)
SkakIKI(°C) +0,1 +0,1 +0,2 +0,1 +0,1 +0,0 +0,0 +1.1 +2,2 +3,1
b Yogunluk +0,2 +0,3 +0,5 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +1.5 +4,9 +5,0
Dénen agZlpargashinl (%)
yuzeyi SIaKIK(°C) +0,1 +0,1 +0,2 +0,1 +0,1 +0,1 +0,0 +0,9 | +2,9 | +3,0
c Yogunluk +0,1 +0,2 +0,3 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +15 | +48 +5,0
(%)
Slcakl Kl (°C) +0,3 +03 +0,3 +0,3 +0,3 +0,2 +0,2 +0,9 +3,1 +2,9
Egirme banyosunun bir d Yogunluk +0,2 +0,2 +0,3 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +2,7 +4,4
ucu (%)
SakIKI(°C) +0,1 +0,1 +0,4 +0,1 +0,1 +0,2 +0,1 +0,2 | +2,8 | +2,7
Edirme banyosunun dider| e Yogunluk +1.7 +1.5 +1.8 +1.7 +1.7 +1.8 +1.8 +1.7 | +89 | +7,7
ucu (%)
SERKIKI (°C) +0,8 +0,3 +0,7 +0,8 +0,8 +0,5 +0,9 +0,8 +8,0 +6,5
a'nlol gapraz kesit uzun eksen/ksa 1,43 1,33 1,32 1,43 1,43 1,45 1,44 1,43 1,44 1,38
alann eksen orand
sekli CV degeri (%) 8,80 7,66 9,00 8,80 8,80 7,93 9,10 14,40 | 15,20 | 16,52
tek lif
Birbirine yaplsan tek lif sayS[{say} 2 3 3 2 2 2 0 11 12 8
Cekmede kopma 6lgiim faktori 241 2,56 2,23 2,41 2,41 2.39 2.44 1.98 2.01 1.79
KapsamlCdiegerlendirme 0 (0] 0 [e] 0 [o] (o] A A A

KShltma: Homo* = sabit yonde homojen; Tiirb* = Tiirbiilans|@kEltespit edildi /nomojen degil
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[Tablo 4]

Karg. Omn. 1 |Kars. Orn. 2| Karg. Orn. 3 | Kars. Orn. 4 | Kars. Orn.5 | Orn. 11 | Kars. Orn. 6 | Orn. 12 | Orn. 13 | Orn. 14 [ Orn. 15
Topaklanma sisininl akSldurumu | Homo*(Sekil 8|  Homo* Tirb* Tirb* Tlrb* Turb* Tirb* Tiarb* | Tarb* | Tarb* | Tirb*
(gorsel inceleme) Bkz ok} (Sekil 9 (Sekil 11 Bkz
Bkz ok)
ok)
Durgunluk bulunup bulunmad@d Hay® Hay©D Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet
(gorsel inceleme)
Topaklagm[Slfilamentlerin ttrbilansU| Stabil Egirme Hayldd Evet Haydl Stabil Egirme | Evet Evet Evet Hay Evet Evet
(duslk) Imkansz¥ Imkans@z¥
Diizeltme plakalarintda yakalanan Og 1.95 g*! - 0g 0g 0g 0g 0g 0g Og 0g
topak miktarCd
a Yogunluk +0.2 +0.2 +55 +4,7 +0,2 +5,1 +0,2 +0,3 +0,3 +4,4 +2,3
(%)
Slchklk +0,2 +0,1 +2,2 +2,5 +0,1 +2,2 +0,2 +0,1 +0,2 +3,8 +1.5
(°C)
Egjirme b Yogunluk +0,3 +0,2 +5,7 +5,1 +0,2 +5,3 +0,3 +0,3 +0,5 +5,2 +1.9
agZpargasonl (%)
yuzeyl SCRKIKI +0,1 +0,0 +2,7 +2,6 +0,0 +2,3 +0,1 +0,1 | +0,2 | +37 | +1.1
(°C)
4 Yogunluk +0,2 +0,3 +5,5 +5,7 +0,2 +5,1 +0,2 +0,2 +0,3 +4,4 +1.8
(%)
SlchklK +0,0 +0,1 +2,1 +2,4 +0,1 +2:1 +0,0 +0,3 +0,3 +3,7 +1.2
(°Q)
d Yogunluk +0,2 +0,2 +2,8 +2,6 +0,2 +2,8 +0,2 +3,2 +0,3 +0,2 +4,4
Egirme (%)
banyosunun bir
ug parcasCl SERKIE +0,2 +0,0 +13 +2,2 +0,0 +1,1 +0,2 +29 +0,4 +0,1 +2,7
(°C)
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Kars. Orn. 1

Kars. Orn. 2

Kars. Orn. 3 | Karg. Orn. 4 | Kars. Orn. 5 | Orn. 11| Kars. Orn. 6 |Orn. 12|0rn. 13| Orn. 14 | Orn. 15
Topaklanma siSInn) ak(§] Homo*(Sekil 8 Bkz| Homo* Tirb* Tirb* Turb* Tirb* Tirb* Tarb* | Turb* | Tarb* | Tarb*
durumu (gorsel inceleme) ok) (Sekil 9 | (Sekil 11 Bkz
Bkz ok)
ok)
Egirme Yogunl +0,9 +1,8 +9,2 + 10,1 +1,1 +9,2 +0,9 +4,4 +8,0 +4,4 +18
banyosunun e uk (%)
diger ug parcasC] SichkIK +0,3 +1,0 +12,0 142 +0,9 + 124 +0,3 +59 | +55 | +33 | +0,8
(°0)
Tek bir Uzun eksen/k[Sa | Numunelendirme 1,43 1,21 1,19 Numunelendirme | 1,21 | Numunelendirme| 1,29 1,34 1,33 1,40
lifin eksen oran(] Imkansz¥ Imkanstz¥ imkansizx
gapraz kesit
alan@R CV degeri Stabil Egirme 8,90 12,70 14,40 Numunelendirme | 12,70 Numunelendirme 12,10 9,89 13,30 12,20
sekli (%) Imkansz¥ Imkansiz¢ imkansEx
Birbirine yap[gan tek lif saySI] | Numunelendirme 2 9 12 Stabil Egirme 9 Nurpunelendirme 8 12 9 10
(sayld imkansz¥ imkansz¥ Imkansiz¥
Cekmede kopman(nl 6lgim Degerlendirme 2,41 1,98 1,82 Degerlendirme| 1,98 | Degerlendirme | 2,01 2,00 1,88 1,88
faktori Imkansz¥ Imkansz¥ Imkansz¢
Kapsaml[degerlendirme X X X X X A X A A A A

KGaltma: Homo* = Sabit yénde homojen ; Tiirb* = Tirbiilans|Cak & bulunmugtur / homojen degildir ; Stabil Egirme ImkansZ¥ = Stabil Egirme Imkans@

Numunelendirme imkansZ¥ = Numunelendirme Imkans& Degerlendirme imkans&Z¥ = Degerlendirme imkans@; *2 = siirekli islem imkansiz}
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Tablo 3 ve 4'de goérildugu (zere mevcut bulusa gére Elak edirme cihazn (1) kullanId@GO
Ornekler lila 6'da edirme banyosunda (2) topaklanma sMEIA (C) sEhklK ve yodunlugu
homojenize edilmistir ve topaklanma skvIsinda karsLakglveya durgunluk bulunmamistlr] Buna
ek olarak filament atlgl{topak) diizeltme plakalarinh yaplsimamislve miikemmel kalitede bir
karbon lif ©n stabil bicimde elde edilmistir. KapsamlCdederlendirme gok iyi diizeydedir.

Buna ek olarak Ornek 7'de topaklanma sMSION (C) yogunluk ve sakl@&girme banyosunda
(2) homojenize edilmistir, topaklanma skislnda kars[bkls] ve durgunluk kismen bulunmug
olsa da filament atid{topak) diizeltme plakalarbb yapShmamElve mikemmel kalitede karbon
lif n stabil bicimde elde edilmistir. KapsamlI[Cdederlendirme cok iyi diizeydedir.

Diger taraftan Ornekler 8 ila 10'nun her birinde birlesme yerindeki uzunluk (L4), agE&
boyutuna ((x), (y), (2)) gore (L3) (s derinlidi) veya topaklanma banyosu bdlimiinin cihaz
teknik ozellikleri uygun dedildi, bu nedenle ag[z ylzeyinde yogunluk ve slcakikl homojen
olmamisticlve topaklanma siISIgeri alldh etkinlidi kot olmustur. Buna ek olarak tirbilans
veya durgunluk gibi homojensizlik topaklanma siIs[aksIninl ak sl hZInlnl gérsel incelemesinde

bulunmus olsa da kapsamiCdiegerlendirmeler iyidir.

Kars[@stltinal(Drnek 1'de eirme banyosunun (2) diger ucunda topaklanma sMISIAl (C) aks]
hzlcok hElColmaktadlr] bu nedenle topaklanma shisininl (C) eslik eden aklsl] cekme
(topaklagsmsl filamentler) ¢ekme rulosu (10) ile cekildiginde ¢cekmede tiirbilans (topaklasmis]
filamentler) ve tek bir lifin kopmashbk neden olmustur, bu nedenle stabil egirme imkansi
hale gelmistir ve dederlendirme icin numune elde edilememistir ancak topaklanma siISIAIN

(C) yodunluk ve skcbkl@Cdlciimistir. KapsamlCdiegerlendirme kotiidir.

KarsM@stFinal[Drnek 2'de agZtan (5) kopan filament at@{topak) diizeltme plakalarfda
(14a) ve (14b) olusan acKklkl@@rda (25) yakalanmlistt) bu nedenle agklklar (25) filament
atldle tkbnmEtidve stabil Uretim zor olmustur. Buna ek olarak filament at@nin (topak)
kirlenmesi bu sekilde elde edilen karbon lif prekirsérde gorilmistir ve kapsamiC

degerlendirme kotidiir.

Kars[@stinal(Drnek 3'de topaklanma sksAll (C) akE[&girme banyosunun sabit capraz kesit
alanChedeniyle homojen olmamitidve bu nedenle topaklanma sisioinl (C) yodunluk ve
slcaki@intda homojensizlik gorilmistir ve kotd kalitede karbon Iif 6n elde edilmistir ve

kapsamlCdlederlendirme k&tdddr.
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Kars@stfinal(Ornek 4'de mevcut bulusa gore Elak edirme cihaz[X1) kullanh[s olsa da
topaklanma banyosu boélimd temas noktasinda ve filament aklsl béliminde nokta (X)
topaklanma sisIninl (C) aklslyavas oldugundan topaklanma sWiIslninl (C) aksIJhomojen
olmamisttlve bu nedenle topaklanma sisIAl (C) yodunluk ve sichklginida homojensizlik

gorilmustlr ve kotu kalitede karbon lif 6n elde edilmistir ve kapsamlCdeg@erlendirme kotiddr.

Kars[EstEmal(Drnek 5'de meveut bulusa gore Elak edirme cihaz[{1) kullanIhi olsa da
topaklanma banyosu bélimd temas noktasiba ve filament akEl béliminde nokta (X)
topaklanma siIsIninl {C) ak(s[hZICdimustur bu nedenle agznl yaknlnda olusan eslik eden aklsl
tek bir lifin kopmashb neden olmustur ve stabil edirme imkanszl hale gelmistir ve
dederlendirme icin karbon lif 6n numuneleri elde edilememistir ancak topaklanma siSIninl

{C) yodunluk ve skcakligrdlcilmiistiir. KapsamlCdlegerlendirme kétiidiir.

Ornek 11'de mevcut bulusa gore Elak edirme cihaz[X1) kullanIh( olsa da topaklanma
banyosu bolimd maksimum capraz kesit alan[d51) ve filament akEl bolimiinde maksimum
capraz kesit alan[{S3) birlesme yeri bélimiindeki (S2) capraz kesit alanhb gdre genistir ve
bu nedenle topaklanma banyosu bolimi ve filament ak[§l bélimi etrafifbaki topaklanma
sWISTKC) akEIhomojen olmamistit ve bundan dolaykopaklanma sMISIXC) yodunluk ve
slchkl@inda homoijensizlik goérilmistir ve kotl kalitede karbon lif 6n elde edilmistir ve

kapsamlCdlegerlendirme iyidir.

Kars@stlrinal(Drnek 6'da mevcut bulusa gore Blak edirme cihaz[X1) kullanlth(E olsa da
filament aklsl boliiminde maksimum capraz kesit alan[{S3) birlesme yeri bélimiinde capraz
kesit alanha (S2) gore cok kiiglik almustur ve bu nedenle edirme banyosunun (2) diger
ucunda topaklanma sMsHIAl (C) aklgl hzlgok hEIColimaktadlt) bu nedenle topaklanma
sivIsininl (C) eslik eden akld ¢cekme (topaklagmisl filamentler) ¢ekme rulosu (10) ile
cekildidinde ¢ekmede tlrbllans (topaklasms filamentler) ve tek bir lifin kopmasli neden
olmustur, bu nedenle stabil egirme imkans[z hale gelmistir ve degerlendirme igin numune
elde edilememistir ancak topaklanma sisInlnl (C) yogunluk ve slcakl@Ldlclilmustiir. Kapsami

degerlendirme kétidur.
Ornek 12'de mevcut bulusa gore Elak egirme cihaz({1) kullanlhE olsa da filament akl

béliminde maksimum c¢apraz kesit alan[{S3} birlesme yeri béliminde capraz kesit alanhh

(S2) gbre cok kiiglik olmustur ve bu nedenle edirme banyosunun (2) dider ucunda
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topaklanma sWISIninl (C) aklgl hzZItok hZICblimaktadlr) bu nedenle topaklanma siSIAAl (C)
eslik eden aklslJcekme (topaklasmislfilamentler) gekme rulosu (10) ile gekildidinde ¢ekmede
tirbllansa (topaklasmls! filamentler) neden olmustur ve ayrich topaklanma skIslnlnl (C)
yogunluk ve slcakliginda homojensizlide neden olmustur ve bu nedenle kétii kalitede karbon

lif on elde edilmistir ve kapsamlCdederlendirme iyidir.

Ornek 13'de mevcut bulusa gore Elak egdirme cihaz[d1) kullanIhE olsa da filament ak(s]
béliminde maksimum capraz kesit alan[J(53) cok genistir ve bu nedenle topaklanma
banyosu bdlimi ve filament akigl bélimi etrafdaki topaklanma sMSI{C) akiEChomojen
olmamistrlve bundan dolay(kopaklanma siIS[{C) yodunluk ve sichakli@nida homojensizlik
gdrulmuistir ve kétd kalitede karbon lif én elde edilmistir.

Ornek 14de mevcut bulusa gére Blak edirme cihazX1) kullanEhE olsa da topaklanma
banyosu boliminde maksimum capraz kesit alan(J(S1) cok kiigiiktir ve bu nedenle
topaklanma slISL{C) ak[sl hz[topaklasmig filamentlerin ¢ekme hizInk gbre ¢ok az derecede
daha hEZolmustur ve bundan dolayCxopaklanma sMS[{C) aklsl'homojen olmamist] ve
topaklanma s (C) yogunluk ve sichklGhomojen olmamistielve bundan dolay[koti
kalitede karbon lif &n elde edilmistir ve kapsamlCdederlendirme iyidir.

Ornek 15'de mevecut bulusa gore Blak edirme cihaz[X1) kullanhl olsa da topaklanma
banyosu bdlimi maksimum gapraz kesit alan{S1) birlesme yeri bélimiindeki (S2) capraz
kesit alaninbh gdre genistir ve bu nedenle topaklanma banyosu bolimu ve filament aklg
bélimU etraflokaki topaklanma sMS[1{C) akls[1homojen olmamisilcl ve bundan dolayd
topaklanma sNISIIC) yogdunluk ve skchkliginda homojensizlik goriiimiistiir ve kotli kalitede

karbon lif 6n elde edilmistir ve kapsamlCdegerlendirme iyidir.

ENDUSTRIYEL UYGULAMA

Islak egirme cihazClve mevcut bulusa goére [Elak egirme yontemi, egirme banyosunda

topaklanma sWISIninl akshlnl kontrol edilmesi ile mikemmel kalitede sentetik liflerin
tretilmesini saglamaktadldlve bu sayede karbon lif gibi gesitli sentetik liflerin Blak olarak

egdirilmesi icin uygun bigimde kullanI3bilmektedir.
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